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1. 4･8格子上における格子ガスの基底状態の研究

中 谷 吉 昭

格子ガス模型は,固体物理学における種々さまざまな問題の解明に当たって用いられている

模型である｡結晶表面上における吸着子の基底状態における秩序構造の解明の問題 もその例で

ある｡

結晶表面が ｢4･8格子｣と呼ばれる格子になっていて,吸着子間の相互作用を3rdneigh-

borまで考慮 した場合の吸着子の基底状態における秩序構造については未だに解明されてい

ない｡この研究は,この間題について, ｢幾何学的不等式の方法｣を用いて8種類の秩序構造

が出現することを解明したものである｡

2.相互作用 しているハー ド-キサゴン系の無秩序状態

坂 本 好 史

第二及び第三近接相互作用が反発的である粒子数密度 0.25の-- ド-キサゴン系の有限温度

でのふるまいを,特にその無秩序状態に焦点を合わせてモンテカルロ法で調べた｡この系は,

si,Ge(111)表面の無秩序状態を記述するモデルとなる可能性をもっ系であり,また競合
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